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Pesquisa

Introducao

Sistemas de baixa dimensionalidade apresentam propriedades Unicas devido aos
efeitos qudnticos e de superficie, superando seus equivalentes macroscopicos.
Nanoestruturas de telGrio (Te) destacam-se por suas propriedades termoelétricas,
fotocondutivas e de memoria de fase, com melhor desempenho em escalas
nanomeétricas devido ao maior controle dos portadores superficiais e ado
confinamento qudntico [1]. Varias técnicas podem ser utilizadas para sintetizar
esses nanofios, como por exemplo reagdes hidrotérmicas, deposicéio eletroquimica,
esfoliagéio micromecanica, deposicdo fisica de vapor, entre outras [2, 3, 4, 5]. A
deposicdo fisica de vapor (PVD) é uma técnica versdtil e eficiente para a sintese de
materiais de baixa dimensionalidade. Este método, baseado no transporte
controlado de materiais vaporizados para um substrato, permite a criagdo de
nanoestruturas com propriedades fisicas e quimicas altamente ajustaveis,
tornando-se essencial para o avanco da nanotecnologia e da ciéncia dos
materiais. Uma das principais vantagens da técnica PVD reside no controle preciso
sobre a morfologia e estrutura cristalina das nanoestruturas produzidas.

Objetivos

e Desenvolvimento e automacdo de um reator para deposicdo fisica de vapor,
com alto controle dos pardmetros utilizados na sintese de hanomateriais a base
de telurio.

e Investigar caracteristicas morfoldgicas e estruturais dos nanofios a partir das
técnicas de microscopia eletrénica de varredura (MEV), microscopia de forga
atdmica (AFM) e espectroscopia Raman.

Metodologia

e Foi construido um reator para deposicéo fisica de vapor com alto controle dos
pardmetros de crescimento.

e O reator foi acoplado a um forno resistivo, possibilitando o aguecimento
controlado, a evacuacdo e a insercdo de gases no sistema.

e Todo o sistema de gds do forno foi remodelado para possibilitar o controle
preciso do fluxo de gas.

e O substrato foi posicionado na tampa lateral, proximo a saida de gases do
sistema.

e Foram realizados testes variando o tempo de deposi¢cdo, a temperatura da fonte,
o fluxo de argonio e o substrato.
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Figural: Imagem e representacdo do sistema de deposicdo fisica de vapor.

Figura 2: Imagens de MEV das amostras a) NF2; b) NF6; ¢) NF8; d) NF9; e) NF13; f) NF20; g) NF24; h) NF30.

Amostra | Temperatura (°C) | Tempo de Patamar (min) | Fluxo (I/min) | Pressao (kPa) | Substrato
NF2 500 30 6,00 3,0 Si(111)
NF6 500 40 6,00 3,0 Si(111)
NF8 500 30 6,00 3.0 Si (100)
NF9 500 30 6,00 3.0 Quartzo
NF13 500 30 6,00 3,0 Pt/Si (100)
NF20 450 30 1,00 3,0 Si (100)
NF24 450 60 0,50 3,0 Si (100)
NF30 450 60 0,25 3,0 Si (100)

Tabela 1: Pardmetros de crescimento.

e Medidas de AFM fornecem a distribuicdo dos pontos de nucleacdo na superficie
do substrato, sendo fundamental para compreensdo do processo de formagdo
dos nanofios.

e A espectroscopia Raman confirma a composicdo quimica do material
depositado a partir de um mapa de intensidade do modo Aido telurio.
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Figura 3: a) Imagem de AFM. b) Mapa de intensidade do modo Al do teldrio.

Conclusoes

No presente trabalho foi desenvolvido um reator para o crescimento de
nanoestruturas a base de tellrio. As técnicas de caracterizacdo utilizadas
demonstraram a eficacia do sistema de crescimento por deposicdo fisica de vapor,
por meio da sintese de nanofios de telGrio com alto controle sobre as dimensdes
finais, pureza e qualidade cristalina através da variagdo dos pardmetros de
crescimento.
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e Observa-se a formacdo de nanoestruturas de tellrio em substratos de silicio
com diferentes orientagdes cristalograficas, bem como em outros materiais,
como quartzo e platina.

e O aumento do tempo de deposicdo promoveu uma maior densidade de
nucleacdo, resultando na formacdo de um maior numero de nanofios.

e Ao reduzir a temperatura da fonte nota-se uma reducdo nas dimensdes dos
nanofios produzidos, permitindo a sintese de estruturas de até 20nm de
didmetro.

e Alterando o fluxo de argénio foi possivel variar a densidade de nanofios e
também sua morfologia.
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